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Patentansprilche 

1 . Verfahren zur Tenperaturbehandlung von Halbleiterscheiben 
ia Durchlaufbetrieb, bei dem die Halbleiterscheiben zu- 
natchst in ein Rohr eingebracht, dort der Temper aturbehand- 
lung unterworfen und dann aus dem Rohr genommen werden, 
dadurch gekennzeichnet, daB der 
Transport der Halbleiterscheiben (4) im Rohr (1) mittels 
Staben (2) erfolgt, deren OberflSchen mit Rillen (3) in der 
Form eines Gewindes ausgestaltet sind* 

2* Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl zwei Stabe (2) in gleicher Richtung 
umlaufen. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 die Stabe aus Halbleitermaterial 
bestehen* 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stabe (2) aus demselben Halb- 
leitermaterial wie die Halbleiterscheiben (4) bestehen* 

5. Verfahren nach Anspruch 4 f dadurch gekenn- 
zeichnet , daB die Stabe (2) aus Silicium beste- 
hem 

6. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet , daB das Rohr (1) aus Quarz 
besteht. 

7* Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 5 f dadurch 
gekennzeichnet , daB das Rohr (1) aus Sili- 
clum besteht ♦ 
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8. Verfahren nach einro der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeiehnet , daS die Oberfiache der Sta- 
te (2) als Gewin.de ausgebildet ist, dessen Steigung der an- 
gestrebten Durchlauf geschwindigkeit der Halbleiterscheiben 
(4) durch das Rohr (1) angepa3t ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeiehnet , da8 die Enden der Stabe (2) 
Uber die Enden des Rohres (1) hinausragen. * 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeiehnet , daS das Rohr (1) einen 
kreisfSrmigen Querschnitt aufweist. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1bis9, dadurch 
gekennzeiehnet , daB das Rohr (1) einen 
rechteckigen Querschnitt aufweist. 
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Verfahren zur Temperaturbehandlung von Halbleiterscheiben 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Temperaturbehandlung . 
von Halbleiterscheiben im Durchlaufbetrieb, bei dem die Halb- 
leiterscheiben zunachst in ein Rohr eingebracht, dort der Tem- 
peraturbehandlung unterworf en und dann aus dem Rohr genommen 
werden, 

Zur Temperaturbehandlung (Diffusion, Oxydation und derglei- 
chen) von Halbleiterscheiben wird gew5hnlich ein Rohr bezie- 
hungsweise Of en verwendet, in das die Halbleiterscheiben auf 
einem Schiff eingebracht werden. Fvir eine Massenfertigung ist 
von groSer Bedeutung, daB alle Halbleiterscheiben im Rohr den 
gleichen Bedingungen ausgesetzt werdem Dies bedeutet, der 
Uber der LSnge des Rohres aufgetragene Temperaturverlauf 
(Temperaturprofil) muB moglichst konstant sein. 

Um. dieses konstante Temperaturprofil zu erreichen, werden bis- 
her Rohre verwendet, die vom gleichen Ende aus be- und entla- 
den werden. Wenn die Rohre mit einer geringen "Einfahrge- 
schwindigkeit" beladen werden, was insbesondere bei groBen 
Durchmessern der Halbleiterscheiben erforderlich ist, treten 
aber zwangslSufig unterschiedliche Temperatur-ZeitverlSufe 
auf, die zu grSBeren Streuungen in den elektrischen Parametern 
ftihren. 

Zur Erzielung hSherer Ofenkapazitaten und gleichraaBiger Tempe- 
ratur-Zeitverlalufe wurde auch schon die MSglichkeit disku- 
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tiert, mehrore Transporthorden Oder Schiffe im Durchlaufver- 
fahren zu verwenden. Dabei wird das Rohr am einen Ende beladen 
und am anderen Ende entladen. Es hat sich aber gezeigt, daB 
hierbei hohe Reibungskrafte zwischen den Transporthorden und 
der Wandung des Rohres auftreten. Weiterhin biegt sich ein aus 
Quarz bestehendes Rohr bei den hohen Temperaturen infolge der 
Belastung durch die mit den Halbleiterscheiben versehenen 
Transporthorden durch. SchlieBlich fUhrt auch die BerUhrung 
mit den Transporthorden zu einer ungleichmaBigen Erwarmimg der 
Halbleiterscheiben. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Tempera- 
turbehandlung von Halbleiterscheiben anzugeben, das bei einem 
Durchlaufbetrieb einen moglichst konstanten Temperatur-Zeit- 
verlauf im Rohr erm5glicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelSst, dafl der 
Transport der Halbleiterscheiben im Rohr mittels Staben er- 
folgt, deren Oberfiachen mit Rillen in der Form eines Gewindes 
ausgestaltet sind. 

Bei dem erf indungsgemUBen Verfahren werden also in ein aus 
Quarz bestehendes Rohr zwei Siliciumstabe eingebracht, deren 
Enden ttber das Rohr hinausragen und dort Jewells gelagert 
sind. Die Siliciumstabe sind mit einem Pormschliff in der Art 
eines Gewindes versehen. Die Steigung des Gewindes ist ftir ei- 
ne automatische Be- und Entladung ausgelegt. Durch geeignete 
Prof ilgebung des Formschli£fes ist- es mSglich, die zu behan- 
delnden Halbleiterscheiben senkrecht zur Stabachse zu haltern. 
Hierftir ist ein Profil in der Art eines Trapezes geeignet. Ei- 
ne gleichsinnige Antriebsrichtung der Stabe bewirkt eine Vor- 
wSrtsbewegung der Halbleiterscheiben bei deren gleichzeitiger 
Drehung. Dadurch wird eine gleichmaflige ErwSrmung der Halblei- 
terscheiben und somit eine Schonung des Kristallgitters er- 
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reicht, da keine auf Ten?*vatur 3 radienten beruhende mechani- 
schen Spannungen auftreten. Die Drehung der Halbleiterscheiben 
bewirkt eine gleichmaSige Umstromung mit dem Reaktionsgas. Die 
freie Wahlbarkeit der Gevinde steigung ermoglicht schlieBlich 
einen Einsatz des erfindungsgamaBen Verfahrens bei automati- 
sierten GerSten. 

Nachfolgend wird die Erfindung an Hand der Zeichnung naher er- 
lautert. Es zeigen; 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch ein mit Halbleiterscheiben be- 
ladenes Rohr» 

Fig. 2 eine Seitenansicht in Pfeilrichtung II vom Rohr der 
Fig. 1, und 

Fig. 3 einen Ausschnitt durch den vergrSflerten Stab (Einzel- 
heit III der Fig. 1). 

In einem aus Quarz Oder Silicium bestehenden Rohr 1, das als 
Of en zur Temperaturbehandlung von Halbleiterscheiben 4 dient, 
sind zwei aus Silicium bestehende Stabe 2 vorgesehen, deren 
Oberflachen mit Rillen 3 in der Form eines Gewindes ausgestal- 
tet sind. Die Stabe laufen in gleicher Richtung urn, was in den 
Fig. 1 und 2 durch Pfeile 6 angedeutet ist. Dies bewirkt, daB 
die in den Rillen 3 gelagerten und aus Silicium bestehenden 
2«-Halbleiterscheiben 4 in entgegengesetzter Richtung (Pfeil 
7 in Fig. 2) umlaufen und sich dabei durch das Rohr 1 in der 
durch Pfeile 8 (Fig. 1) angedeuteten Richtung bewegen. Die 
Steigung der Rillen 3 ist der angestrebten Durchlaufgeschwin- 
digkeit der Halbleiterscheiben 4 durch das Rohr 1 angepaBt. 
Eine grSBere Steigung fuhrt also bei gleicher Drehzahl der 
Stabe 2 zu einer hoheren Durchlaufgeschwindigkeit. Vorzugswei- 
se kann eine 3/l6"-Steigung verwendet werden. 
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Die Stabe 2 ragen Uber das Ends des Rohres 1 hinau3, so daB 
ein einf aches Be- und Sntladen moglich ist. Fur das Rohr 1 ist 
ein kreisformiger Querschnitt zweckmaBig. Selbstverstandlich 
kana jedoch auch ein quadratischer Oder rechteckiger Quer- 
schnitt verwendet werden. 

11 Patentanspriiche 
3 Figuren 
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